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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】リソグラフィの解像限界を超えた寸法を有する
パターンを形成する方法において、パターンの配列ピッ
チが小さくても、閉ループ形状のパターンの一部を切断
することができる半導体装置の製造方法、及び半導体製
造装置を提供する。
【解決手段】下地層上に、線幅が一定の線状部を有する
第１のパターン１４ａと、第１のパターンの線状部に近
接した部分と線状部から離れた部分を有し、第１のパタ
ーンとは独立して、又は第１のパターンに接続されて閉
ループ形状を構成する第２のパターン１４ｂとを形成す
る。第２のパターンの第１のパターンの線状部から離れ
た部分１４１ａで閉ループカットを行う。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下地層上に、線幅が一定の線状部を有する第１のパターンと、前記第１のパターンの前
記線状部に近接した部分と前記線状部から離れた部分を有し、前記第１のパターンとは独
立して、又は前記第１のパターンに接続されて閉ループ形状を構成する第２のパターンと
を形成する第１の工程と、
　前記第２のパターンの前記第１のパターンの前記線状部から離れた部分で閉ループカッ
トを行う第２の工程とを含む半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　下地層上に、線幅が一定の線状部を有する第１のパターンと、前記第１のパターンの前
記線状部との間に第１の間隔を有する、前記第１のパターンに平行な部分を備え、前記第
１のパターンとは独立して、又は前記第１のパターンに接続されて閉ループ形状を構成す
る第２のパターンとを形成する第１の工程と、
　前記第１のパターンの前記線状部との間に前記第１の間隔よりも大きい第２の間隔を有
してレジストを前記第２のパターンの一部に形成し、前記レジストが形成された前記第２
のパターンの部分で閉ループカットを行う第２の工程とを含む半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　下地層上に、芯材パターンを形成し、前記芯材パターンの側面に側壁パターンを形成し
た後、前記芯材パターンを除去することにより、線幅が一定の線状部を有する閉ループ形
状の第１のパターンと、前記第１のパターンの前記線状部に近接した部分と前記線状部か
ら離れた部分とを有し、前記第１のパターンとは独立して、又は前記第１のパターンに接
続されて閉ループ形状を構成する第２のパターンとを形成する第１の工程と、
　前記第２のパターンの前記第１のパターンの前記線状部から離れた部分で閉ループカッ
トを行う第２の工程とを含む半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　下地層上に、所定の周期で配列された複数の第１のパターンからなる第１のパターン群
と、前記所定の周期で配列された複数の第２のパターンからなり、前記複数の第２のパタ
ーンのうち、少なくとも前記第１の配線パターン群に最も近接する第２のパターンは、前
記第１のパターン群に平行な平行部と、前記第２のパターン群から離れた部分とを有し、
前記第１のパターン群とは独立して、又は前記第１のパターン群に接続されて閉ループ形
状を構成する第２のパターン群とを形成する第１の工程と、
　前記第２のパターンの前記第１のパターン群から離れた部分で閉ループカットを行う第
２の工程とを含む半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　所定の周期で配列された複数の第１の配線パターンからなる第１の配線パターン群と、
　前記所定の周期で配列された複数の第２の配線パターンからなる第２の配線パターン群
とを備え、
　前記複数の第２の配線パターンのうち、少なくとも前記第１の配線パターン群に最も近
接する第２の配線パターンは、前記第１の配線パターン群に平行な平行部と、前記平行部
に接続して前記第１の配線パターン群から遠ざかるように設けられ、かつ前記第１の配線
パターン群に平行でない非平行部とを有する半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置の製造方法、及び半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体装置の微細化に伴い、リソグラフィの解像限界を超えた寸法を有するパタ
ーンを形成する方法が求められている。
【０００３】
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　その一つの方法として、芯材の側面に側壁パターンを形成し、芯材を除去した後、側壁
パターンをマスクにして下地の被加工膜をエッチングする方法が知られている（例えば、
特許文献１参照）。
【０００４】
　側壁パターンおよび側壁パターンをマスクにして形成された配線パターンは、閉ループ
形状となるため、その一部を切断する閉ループカットの工程が必要となる。閉ループカッ
トを行う箇所の近くに他のパターンが存在する場合は、一般に、リソグラフィの位置合わ
せのズレ等に対するマージン（裕度）を考慮して他のパターンとの間にスペースを設けて
いる。
【０００５】
【特許文献１】特開平８－５５９０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、パターンの配列ピッチが小さくても、閉ループ形状のパターンの一部
を切断することができる半導体装置の製造方法、及び半導体製造装置を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様は、上記目的を達成するため、下地層上に、線幅が一定の線状部を有す
る第１のパターンと、前記第１のパターンの前記線状部に近接した部分と前記線状部から
離れた部分を有し、前記第１のパターンとは独立して、又は前記第１のパターンに接続さ
れて閉ループ形状を構成する第２のパターンとを形成する第１の工程と、前記第２のパタ
ーンの前記第１のパターンの前記線状部から離れた部分で閉ループカットを行う第２の工
程とを含む半導体装置の製造方法を提供する。
【０００８】
　本発明の一態様は、上記目的を達成するため、下地層上に、線幅が一定の線状部を有す
る第１のパターンと、前記第１のパターンの前記線状部との間に第１の間隔を有する、前
記第１のパターンに平行な部分を備え、前記第１のパターンとは独立して、又は前記第１
のパターンに接続されて閉ループ形状を構成する第２のパターンとを形成する第１の工程
と、前記第１のパターンの前記線状部との間に前記第１の間隔よりも大きい第２の間隔を
有してレジストを前記第２のパターンの一部に形成し、前記レジストが形成された前記第
２のパターンの部分で閉ループカットを行う第２の工程とを含む半導体装置の製造方法を
提供する。
【０００９】
　本発明の一態様は、上記目的を達成するため、下地層上に、芯材パターンを形成し、前
記芯材パターンの側面に側壁パターンを形成した後、前記芯材パターンを除去することに
より、線幅が一定の線状部を有する閉ループ形状の第１のパターンと、前記第１のパター
ンの前記線状部に近接した部分と前記線状部から離れた部分とを有し、前記第１のパター
ンとは独立して、又は前記第１のパターンに接続されて閉ループ形状を構成する第２のパ
ターンとを形成する第１の工程と、前記第２のパターンの前記第１のパターンの前記線状
部から離れた部分で閉ループカットを行う第２の工程とを含む半導体装置の製造方法を提
供する。
【００１０】
　本発明の一態様は、上記目的を達成するため、下地層上に、所定の周期で配列された複
数の第１のパターンからなる第１のパターン群と、前記所定の周期で配列された複数の第
２のパターンからなり、前記複数の第２のパターンのうち、少なくとも前記第１の配線パ
ターン群に最も近接する第２のパターンは、前記第１のパターン群に平行な平行部と、前
記第２のパターン群から離れた部分とを有し、前記第１のパターン群とは独立して、又は
前記第１のパターン群に接続されて閉ループ形状を構成する第２のパターン群とを形成す
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る第１の工程と、前記第２のパターンの前記第１のパターン群から離れた部分で閉ループ
カットを行う第２の工程とを含む半導体装置の製造方法を提供する。
【００１１】
　本発明の一態様は、上記目的を達成するため、所定の周期で配列された複数の第１の配
線パターンからなる第１の配線パターン群と、前記所定の周期で配列された複数の第２の
配線パターンからなる第２の配線パターン群とを備え、前記複数の第２の配線パターンの
うち、少なくとも前記第１の配線パターン群に最も近接する第２の配線パターンは、前記
第１の配線パターン群に平行な平行部と、前記平行部に接続して前記第１の配線パターン
群から遠ざかるように設けられ、かつ前記第１の配線パターン群に平行でない非平行部と
を有する半導体装置を提供する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、パターンの配列ピッチが小さくても、閉ループ形状のパターンの一部
を切断することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明の実施の形態に係る半導体装置の製造方法は、下地層上に、線幅が一定の線状部
を有する第１のパターンと、前記第１のパターンの前記線状部に近接した部分と前記線状
部から離れた部分を有し、前記第１のパターンとは独立して、又は前記第１のパターンに
接続されて閉ループ形状を構成する第２のパターンとを形成する第１の工程と、前記第２
のパターンの前記第１のパターンの前記線状部から離れた部分で閉ループカットを行う第
２の工程とを含む。
【００１４】
　下地層は、シリコン基板等の基板でもよく、第１及び第２のパターンをマスクとして用
いて加工される被加工膜でもよい。また、下地層と第１及び第２のパターンとの間に被加
工膜が形成されていてもよい。
【００１５】
　第１及び第２のパターンは、メモリデバイスを構成するビット線及びワード線や、ライ
ン・アンド・スペースによる配線でもよいし、マスクとして用いられるものでもよい。
【００１６】
　第１のパターンは、例えば、閉ループ形状を有するものでもよく、ラインパターンでも
よい。また、第１のパターンは、線幅が一定の線状部よりも線幅が広い部分を有していて
もよい。
【００１７】
　第２のパターンの第１のパターンの線状部に近接した部分は、例えば、第１のパターン
の線状部に近接し、かつ線状部に平行な平行部である。第２のパターンの平行部は、第１
のパターンの線状部と平行であれば、直線状でも曲線状でもよい。
【００１８】
［第１の実施の形態］
　図１（ａ）～（ｈ）は、本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す
断面図、図２（ａ）～（ｃ）は、図１（ｄ）に示す工程と図１（ｅ）に示す工程との間に
行われる閉ループカット工程を示す平面図である。
【００１９】
　図１（ａ）に示すように、シリコン基板等の半導体基板上に、下地層１０を介して配線
層を形成するための配線材料（被加工膜）１１を形成し、配線材料１１上にマスク材料１
２を形成し、レジストを用いたリソグラフィ及びエッチングによりマスク材料１２上に芯
材パターン１３ａ，１３ｂを形成する。芯材パターン１３ａ，１３ｂは、例えば、リソグ
ラフィの解像限界Ｗに近い線幅（例えば４０ｎｍ）を有する。
【００２０】
　配線材料１１として、例えば、Ｃｕ、Ｗ、Ａｌ等を用いることができる。マスク材料１
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２として、例えば、酸化シリコン膜等を用いることができる。芯材パターン１３ａ，１３
ｂとして、例えば、アモルファスシリコン膜等を用いることができる。
【００２１】
　次に、図１（ｂ）に示すように、異方性エッチング等により芯材パターン１３ａ，１３
ｂの幅を１／２に細くするスリミング処理を行う。これにより、解像限界Ｗの約１／２の
線幅（例えば２０ｎｍ）の芯材パターン１３ａ，１３ｂが得られる。
【００２２】
　次に、図１（ｃ）に示すように、スリミング処理後の芯材パターン１３ａ，１３ｂの側
面を含めた全面に側壁パターンの材料となる薄膜を堆積させ、この薄膜のうち芯材パター
ン１３ａ，１３ｂの上面、及びマスク材料１２の表面に堆積した薄膜を異方性エッチング
等を用いてエッチング除去することにより、芯材パターン１３ａ，１３ｂの側面に側壁パ
ターン１４ａ，１４ｂを形成する。側壁パターン１４ａ，１４ｂは、例えば、解像限界Ｗ
の約１／２の線幅と間隔を有する。
【００２３】
　側壁パターン１４ａ，１４ｂは、芯材パターン１３ａ，１３ｂに対する選択比が高い材
料により形成され、例えば、芯材パターン１３ａ，１３ｂがアモルファスシリコン膜から
形成された場合、窒化シリコン膜等を材料に用いることができる。
【００２４】
　次に、図１（ｄ）に示すように、芯材パターン１３ａ，１３ｂを、例えば、ＣＤＥ（Ch
emical Dry Etching)、ＲＩＥ(Reactive Ion Etching)等のドライエッチングによりエッ
チング除去して芯材パターン１３ａ，１３ｂに対して選択比が高い側壁パターン１４ａ，
１４ｂを残存させる。このとき、側壁パターン１４ａ，１４ｂの両方の端部は、閉ループ
形状となっている。
【００２５】
　図２（ａ）において、側壁パターン１４ｂは、閉ループカットの対象である対象パター
ン（第２のパターン）を示し、側壁パターン１４ａは、側壁パターン１４ｂに隣接する隣
接パターン（第１のパターン）を示す。本実施の形態の場合、側壁パターン１４ａ，１４
ｂは、線幅が一定の線状部から構成されている。なお、隣接パターンは、閉ループカット
の対象であってもよい。側壁パターン１４ｂを閉ループカットするためには、リソグラフ
ィの位置合わせズレ等に対するマージンを考慮して、レジスト１５が側壁パターン１４ａ
にかからないように側壁パターン１４ｂの閉ループカットする領域を側壁パターン１４ａ
から離す必要がある。そのために、側壁パターン１４ｂの形状を以下のようにしている。
【００２６】
　すなわち、側壁パターン１４ｂは、側壁パターン１４ａとの間に間隔ｄ（第１の間隔）
を有して側壁パターン１４ａに近接し、かつ側壁パターン１４ａに平行な平行部１４０と
、平行部１４０に接続し、側壁パターン１４ａに平行でない非平行部１４１とを有し、非
平行部１４１に閉ループカットされるカット領域１４１ａを設けている。非平行部１４１
は、平行部１４０と非平行部１４１との接合点から側壁パターン１４ａから遠ざかるよう
に斜め方向に曲げているが、直角方向に曲げてもよい。
【００２７】
　図２（ｂ）に示すように、側壁パターン１４ｂの端部のカット領域１４１ａ上に側壁パ
ターン１４ａとの間にスペースＳ（第２の間隔）を設けてレジスト１５を形成し、図２（
ｃ）に示すように、リソグラフィによって側壁パターン１４ｂのカット領域１４１ａをカ
ットする。スペースＳは、側壁パターン１４ａと側壁パターン１４ｂとの間の間隔ｄ（第
１の間隔）よりも大きく設定されている。
【００２８】
　次に、図１（ｅ）に示すように、側壁パターン１４ａ，１４ｂをマスクとして用いてマ
スク材料１２をＣＦ４、ＣＨＦ３等のガスを用いたドライエッチング等によりエッチング
除去してマスクパターン１２ａ，１２ｂを形成し、図１（ｆ）に示すように、側壁パター
ン１４ａ，１４ｂをウェットエッチング等により除去する。
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【００２９】
　次に、図１（ｇ）に示すように、マスクパターン１２ａ，１２ｂを用いて配線材料１１
をエッチングして配線パターン１１ａ，１１ｂを形成し、図１（ｈ）に示すように、ウェ
ットエッチング等によりマスクパターン１２ａ，１２ｂを除去する。
【００３０】
　第１の実施の形態によれば、側壁パターンの配列ピッチがリソグラフィの解像限界Ｗよ
りも小さくても、側壁パターンの閉ループカットを行うことができる。
【００３１】
［第２の実施の形態］
　図３（ａ）～（ｈ）は、本発明の第２の実施の形態に係る半導体装置の製造工程を示す
断面図、図４（ａ）～（ｃ）は、図３（ｈ）の工程の後に行われる閉ループカット工程を
示す平面図である。第１の実施の形態では、予め配線材料を形成しておき、側壁パターン
の端部を閉ループカットした後に配線材料から配線パターンを形成したが、本実施の形態
は、閉ループ形状の配線パターンを形成した後に配線パターンの端部を閉ループカットす
るものである。
【００３２】
　図３（ａ）に示すように、シリコン基板等の半導体基板上に、下地層１０を介してマス
ク材料１２を形成し、レジストを用いたリソグラフィ及びエッチングによりマスク材料１
２上に芯材パターン１３ａ，１３ｂを形成する。芯材パターン１３ａ，１３ｂは、例えば
、リソグラフィの解像限界Ｗに近い線幅（例えば４０ｎｍ）を有する。
【００３３】
　マスク材料１２として、例えば、酸化シリコン膜等を用いることができる。芯材パター
ン１３ａ，１３ｂとして、例えば、アモルファスシリコン膜等を用いることができる。
【００３４】
　次に、図３（ｂ）に示すように、芯材パターン１３ａ，１３ｂの幅を異方性エッチング
等により１／２に細くするスリミング処理を行う。これにより、解像限界Ｗの約１／２の
線幅（例えば２０ｎｍ）の芯材パターン１３ａ，１３ｂが得られる。
【００３５】
　次に、図３（ｃ）に示すように、スリミング処理後の芯材パターン１３ａ，１３ｂの側
面を含めた全面に側壁パターンの材料となる薄膜を堆積させ、この薄膜のうち芯材パター
ン１３ａ，１３ｂの上面、及びマスク材料１２の表面に堆積した薄膜を異方性エッチング
等を用いてエッチング除去することにより、芯材パターン１３ａ，１３ｂの側面に側壁パ
ターン１４ａ，１４ｂを形成する。側壁パターン１４ａ，１４ｂは、例えば、解像限界Ｗ
の約１／２の線幅と間隔を有する。
【００３６】
　次に、図３（ｄ）に示すように、芯材パターン１３ａ，１３ｂを、例えば、ＣＤＥ、Ｒ
ＩＥ等のドライエッチングによりエッチング除去して芯材パターン１３ａ，１３ｂに対し
て選択比が高い側壁パターン１４ａ，１４ｂを残存させる。側壁パターン１４ａ，１４ｂ
の両方の端部は、第１の実施の形態と同様に、閉ループ形状となっている。
【００３７】
　次に、図３（ｅ）に示すように、側壁パターン１４ａ，１４ｂをマスクとして用いてマ
スク材料１２をＣＦ４、ＣＨＦ３等のガスを用いたドライエッチング等によりエッチング
除去してマスクパターン１２ａ，１２ｂを形成し、図３（ｆ）に示すように、側壁パター
ン１４ａ，１４ｂをウェットエッチング等により除去する。
【００３８】
　次に、図３（ｇ）に示すように、マスクパターン１２ａ，１２ｂ間の溝を含むマスクパ
ターン１２ａ，１２ｂ表面全面に配線材料１１をスパッタリング、メッキ法等により形成
した後、溝の外側の配線材料１１をＣＭＰ(Chemical Mechanical Polishing)により除去
することにより、配線材料１１をマスクパターン１２ａ，１２ｂ間の溝に充填する。配線
材料１１として、例えば、Ｃｕ、Ｗ、Ａｌ等を用いることができる。
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【００３９】
　次に、図３（ｈ）に示すように、マスクパターン１２ａ，１２ｂをエッチング除去して
配線パターン１１ａ，１１ｂ、及び配線パターン１１ａ,１１ｂよりも幅の広い幅広パタ
ーン１１ｅを形成する。配線パターン１１ａ，１１ｂの両方の端部は、閉ループ形状とな
っている。
【００４０】
　図４（ａ）において、配線パターン１１ｂは、閉ループカットの対象である対象パター
ン（第２のパターン）を示し、配線パターン１１ａは、対象パターンに隣接する隣接パタ
ーン（第１のパターン）を示す。本実施の形態の場合、配線パターン１１ａ，１１ｂは、
線幅が一定の線状部から構成されている。なお、隣接パターンは、閉ループカットの対象
であってもよい。配線パターン１１ｂを閉ループカットするためには、リソグラフィの位
置合わせズレ等に対するマージンを考慮して、レジスト１５が配線パターン１１ａにかか
らないように配線パターン１１ｂの閉ループカットする領域を配線パターン１１ａから離
す必要がある。そのために、配線パターン１１ｂの形状を以下のようにしている。
【００４１】
　すなわち、配線パターン１１ｂは、配線パターン１１ａに平行な平行部１１０と、平行
部１１０に接続し、配線パターン１１ａに平行でない非平行部１１１とを有し、非平行部
１１１に閉ループカットされるカット領域１１１ａを設けている。非平行部１１１は、平
行部１１０と非平行部１１１との接合点から配線パターン１１ａから遠ざかるように斜め
方向に曲げているが、直角方向に曲げてもよい。
【００４２】
　図４（ｂ）に示すように、配線パターン１１ｂの端部のカット領域１１１ａ上に配線パ
ターン１１ａとの間にスペースＳ（第２の間隔）を設けてレジスト１５を形成し、図４（
ｃ）に示すように、リソグラフィによって配線パターン１１ｂのカット領域１１１ａをカ
ットする。スペースＳは、配線パターン１１ａと配線パターン１１ｂとの間の間隔ｄ（第
１の間隔）よりも大きく設定されている。
【００４３】
　第２の実施の形態によれば、配線パターンの配列ピッチがリソグラフィの解像限界Ｗよ
りも小さくても、配線パターンの閉ループカットを行うことができる。
【００４４】
　図５は、本発明の第３の実施の形態に係る側壁パターンの一例を示し、（ａ）は平面図
、（ｂ）は、（ａ）のＡ部詳細図である。第１の実施の形態では、第１のパターンとして
の側壁パターン１４ａが直線状であり、第２のパターンとしての側壁パターン１４ｂが非
直線状の折れ曲がった形状を有していたが、本実施の形態は、第１のパターンとしての側
壁パターン１４ａが折れ曲がった形状を有し、第２のパターンとしての側壁パターン１４
ｂが直線状であり、端部に閉ループカットされるカット領域１４１ａを設けている。第２
のパターンとしての側壁パターン１４ｂは、側壁パターン１４ａとの間に間隔ｄ（第１の
間隔）を有して側壁パターン１４ａに近接し、かつ側壁パターン１４ａに平行な平行部１
４０と、平行部１４０に接続し、側壁パターン１４ａに平行でない非平行部１４１とを有
し、非平行部１４１に閉ループカットされるカット領域１４１ａを設けている。
【００４５】
　第３の実施の形態によれば、第１の実施の形態と同様に、側壁パターンの配列ピッチが
リソグラフィの解像限界Ｗよりも小さくても、側壁パターンの閉ループカットを行うこと
ができる。
【００４６】
　次に、第１の実施の形態の半導体装置を相変化メモリに適用した実施例１～５について
説明する。実施例１～５は、各配線パターン群２０Ａ，２０Ｂを構成する配線パターン１
１ａ，１１ｂが、それぞれ線幅２０ｎｍの３６本からなる場合を示す。
【実施例１】
【００４７】



(8) JP 2010-45302 A 2010.2.25

10

20

30

40

50

　図６（ａ）は、本発明の実施例１に係る相変化メモリの配線層の配線パターンの概略の
構成を示す平面図、（ｂ）は（ａ）のＢ部詳細図である。
【００４８】
　この相変化メモリ１は、図６（ａ）に示すように、メモリセル領域２を有し、このメモ
リセル領域２の左右に、ワード線（ＷＬ）が引き出されるＷＬ引き出し領域３を設け、メ
モリセル領域２の上下に、ビット線（ＢＬ）が引き出されるＢＬ引き出し領域４を設け、
メモリセル領域２の下層に周辺回路を配置している。
【００４９】
　相変化メモリ１は、ｘ方向に伸びる配線パターン１１ａ，１１ｂからなる複数のビット
線と、ｙ方向に伸びる配線パターン２１ａ，２１ｂからなる複数のワード線と、これらの
ビット線とワード線との各交差部に配置された複数のメモリセルとを有する。メモリセル
は、カルコゲナイド等から形成された可変抵抗素子と、ショットキーダイオード等のダイ
オードとの直列回路から構成されている。この相変化メモリ１は、セル選択のための信号
線を省略することができ、セルの高集積化が可能になる。
【００５０】
　複数のワード線を形成した下部配線層と、下部配線層上に複数のメモリセルからなるメ
モリ層と、メモリ層上に複数のビット線を形成した上部配線層とからセルアレイを構成し
、複数のセルアレイを積層状態でシリコン基板上に配置することにより、三次元メモリ構
造を構成することができる。
【００５１】
　上側配線層を構成するビット線は、図６（ａ）に示すように、全体的に右側にシフトし
た位置に形成された所定の本数の配線パターン（第１のパターン）１１ａからなる第１の
配線パターン群２０Ａと、全体的に左側にシフトした位置に形成された所定の本数の配線
パターン（第２のパターン）１１ｂからなる第２の配線パターン群２０Ｂとから構成され
ている。
【００５２】
　下側配線層を構成するワード線は、図６（ａ）に示すように、全体的に上側にシフトし
た位置に形成された所定の本数の配線パターン（第１のパターン）２１ａからなる第１の
配線パターン群２０Ｃと、全体的に下側にシフトした位置に形成された所定の本数の配線
パターン（第２のパターン）２１ｂからなる第２の配線パターン群２０Ｄとから構成され
ている。
【００５３】
　配線パターン１１ａ，１１ｂは、一方の端部に閉ループカットされた終端１１ｃを有し
、他方の端部に芯材を残す処理を行った後に閉ループカットされて形成されたコンタクト
フリンジ１１ｄを有する。終端１１ｃ及びコンタクトフリンジ１１ｄは、ＷＬ引き出し領
域３に設けられている。配線パターン２１ａ，２１ｂは、一方の端部に閉ループカットさ
れた終端２１ｃを有し、他方の端部に芯材を残す処理を行った後に閉ループカットされて
形成されたコンタクトフリンジ２１ｄを有する。終端２１ｃ及びコンタクトフリンジ２１
ｄは、ＢＬ引き出し領域４に設けられている。
【００５４】
　上側配線層上の第２の配線パターン群２０Ｂを構成する配線パターン１１ｂは、図６（
ｂ）に示すように、第１の配線パターン群２０Ａ寄りの複数本の配線パターン１１ｂが平
行部１１０と、非平行部１１１とを有し、中央の複数本の配線パターン１１ｂは、非平行
部１１１を有していない。このような構成は、第１の配線パターン群２０Ａも同様であり
、下側配線層上の第１及び第２の配線パターン群２０Ｃ，２０Ｄも同様である。
【００５５】
　図７（ａ）～（ｆ）は、本発明の実施例１の製造工程の一例を示し、上側配線層の要部
平面図である。図７（ａ）～（ｄ）は、それぞれ図１（ａ）～（ｄ）に対応し、図７（ｅ
）は、図２（ｂ）に対応し、図７（ｆ）は、図１（ｈ）に対応する。
【００５６】
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　第１の実施の形態と同様に、下地層上に、配線材料及びマスク材料を形成した後、マス
ク材料上に、図７（ａ）に示すように、芯材パターン１３ａ，１３ｂを形成する。第２の
配線パターン群２０Ｂのうち、第１の配線パターン群２０Ａ寄りの複数本の芯材パターン
１３ｂは、先端側が第１の配線パターン群２０Ａから遠ざかるように斜め方向に曲げられ
ている。
【００５７】
　次に、図７（ｂ）に示すように、芯材パターン１３ａ，１３ｂのスリミング処理を行い
、図７（ｃ）に示すように、スリミング処理後の芯材パターン１３ａ，１３ｂの側面に側
壁パターン１４ａ，１４ｂを形成し、図７（ｄ）に示すように、芯材パターン１３ａ，１
３ｂをエッチング除去して側壁パターン１４ａ，１４ｂを残存させる。
【００５８】
　次に、図７（ｅ）に示すように、側壁パターン１４ｂの端部のカット領域上に第１の配
線パターン群２０Ａとの間にスペースＳを設けて６角形のレジスト１５を形成し、リソグ
ラフィによって側壁パターン１４ｂのカット領域をカットする。第１の配線パターン群２
０Ａとレジスト１５との間のスペースＳは、リソグラフィの位置合せズレ等に対するマー
ジンを考慮して、例えば、１４０ｎｍとする。
【００５９】
　次に、側壁パターン１４ａ，１４ｂをマスクとして用いてマスク材料をエッチング除去
してマスクパターンを形成し、側壁パターン１４ａ，１４ｂを除去する。次に、マスクパ
ターンを用いて配線材料をエッチングして配線パターン１１ａ，１１ｂを形成し、マスク
パターンを除去する。図７（ｆ）に示すように、線幅及び間隔が２０ｎｍの配線パターン
１１ａ，１１ｂが得られる。
【００６０】
　実施例１によれば、側壁パターンの配列ピッチがリソグラフィの解像限界Ｗよりも小さ
くても、側壁パターンの閉ループカットを行うことができる。また、第１及び第２の配線
パターン群を左右と上下に交互にシフトさせることにより、引き出し領域３、４の面積を
小さくすることができ、相変化メモリのセルの高集積化が可能になる。
【実施例２】
【００６１】
　図８（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例２の製造工程の一例を示し、上側配線層の要部
平面図である。図８（ａ）は、図１（ｄ）に対応し、図８（ｂ）は、図２（ｂ）に対応し
、図８（ｃ）は、図１（ｈ）に対応する。なお、図１（ａ）～図１（ｃ）に対応する図は
省略する。
【００６２】
　実施例２の第２の配線パターン群２０Ｂを構成する側壁パターン１４ｂは、図８（ａ）
に示すように、第１の配線パターン群２０Ａに最も近い側壁パターン１４ｂ同士が接続さ
れて閉ループ形状となり、他の３４本の側壁パターン１４ｂは、隣同士で閉ループ形状と
なっている。
【００６３】
　その後は、図８（ｂ）に示すように、側壁パターン１４ｂの端部のカット領域上に第１
の配線パターン群２０Ａとの間にスペースＳを設けて６角形のレジスト１５を形成し、リ
ソグラフィによって側壁パターン１４ｂのカット領域をカットし、図８（ｃ）に示すよう
に、実施例１と同様の配線パターン１１ａ，１１ｂを形成する。
【実施例３】
【００６４】
　図９（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例３の製造工程の一例を示し、上側配線層の要部
平面図である。図９（ａ）は、図１（ｄ）に対応し、図９（ｂ）は、図２（ｂ）に対応し
、図９（ｃ）は、図１（ｈ）に対応する。なお、図１（ａ）～図１（ｃ）に対応する図は
省略する。
【００６５】
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　実施例３の第２の配線パターン群２０Ｂを構成する側壁パターン１４ｂは、図９（ａ）
に示すように、第１の配線パターン群２０Ａに最も近い側壁パターン１４ｂ同士が他の側
壁パターン１４ｂの端部位置に沿って接続された閉ループ形状となり、他の３４本の側壁
パターン１４ｂは、隣同士で閉ループ形状となっている。
【００６６】
　その後は、図９（ｂ）に示すように、側壁パターン１４ｂの端部のカット領域上に第１
の配線パターン群２０Ａとの間にスペースＳを設けて６角形のレジスト１５を形成し、リ
ソグラフィによって側壁パターン１４ｂのカット領域をカットし、図９（ｃ）に示すよう
に、実施例１と同様の配線パターン１１ａ，１１ｂを形成する。
【実施例４】
【００６７】
　図１０（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例４の製造工程の一例を示し、上側配線層の要
部平面図である。図１０（ａ）は、図１（ｄ）に対応し、図１０（ｂ）は、図２（ｂ）に
対応し、図１０（ｃ）は、図１（ｈ）に対応する。なお、図１（ａ）～図１（ｃ）に対応
する図は省略する。
【００６８】
　実施例４の第２の配線パターン群２０Ｂを構成する側壁パターン１４ｂは、図１０（ａ
）に示すように、第１の配線パターン群２０Ａに近い側の２６本の側壁パターン１４ｂは
、第１の配線パターン群２０Ａに最も近いものから順に互いに接続された閉ループ形状と
なっている。また、それらの内側の１０本の側壁パターン１４ｂは、隣同士で閉ループ形
状となっている。
【００６９】
　その後は、図１０（ｂ）に示すように、側壁パターン１４ｂの端部のカット領域上に第
１の配線パターン群２０Ａとの間にスペースＳを設けて６角形のレジスト１５を形成し、
リソグラフィによって側壁パターン１４ｂのカット領域をカットし、図１０（ｃ）に示す
ように、実施例１と同様の配線パターン１１ａ，１１ｂを形成する。
【実施例５】
【００７０】
　図１１（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例５の製造工程の一例を示し、上側配線層の要
部平面図である。図１１（ａ）は、図１（ｄ）に対応し、図１１（ｂ）は、図２（ｂ）に
対応し、図１１（ｃ）は、図１（ｈ）に対応する。なお、図１（ａ）～図１（ｃ）に対応
する図は省略する。
【００７１】
　実施例５の第２の配線パターン群２０Ｂを構成する側壁パターン１４ｂは、図１１（ａ
）に示すように、第１の配線パターン群２０Ａに最も近いものから順に互いに接続された
閉ループ形状となっている。
【００７２】
　その後は、図１１（ｂ）に示すように、側壁パターン１４ｂの端部のカット領域上に第
１の配線パターン群２０Ａとの間にスペースＳを設けて６角形のレジスト１５を形成し、
リソグラフィによって側壁パターン１４ｂのカット領域をカットし、図１０（ｃ）に示す
ように、配線パターン１１ａ，１１ｂを形成する。
【００７３】
　上記の実施例１～５によれば、ラインアンドスペースで構成された側壁パターンの配列
ピッチがリソグラフィの解像限界Ｗよりも小さくても、側壁パターンの閉ループカットを
行うことができる。
【００７４】
　次に、第１の実施の形態をライン・アンド・スペースによる配線に適用した実施例６～
１０について説明する。実施例６～１０は、配線パターン群２０Ａ，２０Ｂを構成する配
線パターン１１ａ，１１ｂが、それぞれ線幅２０ｎｍの３６本からなる場合を示す。
【実施例６】
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【００７５】
　図１２（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例６の製造工程の一例を示す要部平面図である
。図１２（ａ）は、図１（ｄ）に対応し、図１２（ｂ）は、図２（ｂ）に対応し、図１２
（ｃ）は、図１（ｈ）に対応する。なお、図１（ａ）～図１（ｃ）に対応する図は省略す
る。また、本実施例は、左右に第２の配線パターン群２０Ｂが存在している場合を示す。
【００７６】
　実施例６の第２の配線パターン群２０Ｂを構成する側壁パターン１４ｂは、図１２（ａ
）に示すように、第１の配線パターン群２０Ａに最も近いものから順に互いに接続された
閉ループ形状を構成し、これらが左右対称となっている。
【００７７】
　その後は、図１２（ｂ）に示すように、側壁パターン１４ｂの端部のカット領域上に第
１の配線パターン群２０Ａとの間にスペースＳを設けて８角形のレジスト１５を形成し、
リソグラフィによって側壁パターン１４ｂのカット領域をカットし、図１２（ｃ）に示す
ように、配線パターン１１ａ，１１ｂを形成する。
【実施例７】
【００７８】
　図１３（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例７の製造工程の一例を示す要部平面図である
。図１３（ａ）は、図１（ｄ）に対応し、図１３（ｂ）は、図２（ｂ）に対応し、図１３
（ｃ）は、図１（ｈ）に対応する。なお、図１（ａ）～図１（ｃ）に対応する図は省略す
る。また、本実施例は、左右に第２の配線パターン群２０Ｂが存在している場合を示す。
【００７９】
　実施例７の第２の配線パターン群２０Ｂを構成する側壁パターン１４ｂは、図１３（ａ
）に示すように、第１の配線パターン群２０Ａに近い側の１６本の側壁パターン１４ｂ同
士が左右の端部（図示せず）で接続された閉ループ形状を構成している。また、それらの
内側の１０本の側壁パターン１４ｂは、第１の配線パターン群２０Ａに最も近いものから
順に互いに接続されて閉ループ形状を構成し、これらが左右対称となっている。さらに内
側の１０本の側壁パターン１４ｂは、隣同士でループ形状を構成し、これらが左右対称と
なっている。
【００８０】
　その後は、図１３（ｂ）に示すように、側壁パターン１４ｂの端部のカット領域上に第
１の配線パターン群２０Ａとの間にスペースＳを設けて８角形のレジスト１５を形成し、
リソグラフィによって側壁パターン１４ｂのカット領域をカットし、図１２（ｃ）に示す
ように、配線パターン１１ａ，１１ｂを形成する。
【実施例８】
【００８１】
　図１４（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例８の製造工程の一例を示す要部平面図である
。図１４（ａ）は、図１（ｄ）に対応し、図１４（ｂ）は、図２（ｂ）に対応し、図１４
（ｃ）は、図１（ｈ）に対応する。なお、図１（ａ）～図１（ｃ）に対応する図は省略す
る。また、本実施例は、左右に第２の配線パターン群２０Ｂが存在している場合を示す。
【００８２】
　実施例８の第２の配線パターン群２０Ｂを構成する側壁パターン１４ｂは、図１４（ａ
）に示すように、第１の配線パターン群２０Ａに最も近い２本の側壁パターン１４ｂ同士
が左右の端部（図示せず）で接続された１つのループ形状を構成し、内側のその他の側壁
パターン１４ｂは、隣同士でループ形状を構成し、これらが左右対称となっている。
【００８３】
　その後は、図１４（ｂ）に示すように、側壁パターン１４ｂの端部のカット領域上に第
１の配線パターン群２０Ａとの間にスペースＳを設けて８角形のレジスト１５を形成し、
リソグラフィによって側壁パターン１４ｂのカット領域をカットし、図１４（ｃ）に示す
ように、配線パターン１１ａ，１１ｂを形成する。
【実施例９】
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【００８４】
　図１５（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例９の製造工程の一例を示す要部平面図である
。図１５（ａ）は、図１（ｄ）に対応し、図１５（ｂ）は、図２（ｂ）に対応し、図１５
（ｃ）は、図１（ｈ）に対応する。なお、図１（ａ）～図１（ｃ）に対応する図は省略す
る。また、本実施例は、左右に第２の配線パターン群２０Ｂが存在している場合を示す。
【００８５】
　実施例９の第２の配線パターン群２０Ｂを構成する側壁パターン１４ｂは、図１５（ａ
）に示すように、図１４（ａ）に示す実施例８において、中央に６角形の側壁パターン１
４ｂを追加したものであり、他は実施例８と同様である。
【００８６】
　その後は、図１５（ｂ）に示すように、側壁パターン１４ｂの端部のカット領域上に第
１の配線パターン群２０Ａとの間にスペースＳを設けて８角形のレジスト１５を形成し、
リソグラフィによって側壁パターン１４ｂのカット領域をカットし、図１５（ｃ）に示す
ように、実施例８と同様の配線パターン１１ａ，１１ｂを形成する。
【実施例１０】
【００８７】
　図１６（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例１０の製造工程の一例を示す要部平面図であ
る。図１６（ａ）は、図１（ｄ）に対応し、図１６（ｂ）は、図２（ｂ）に対応し、図１
６（ｃ）は、図１（ｈ）に対応する。なお、図１（ａ）～図１（ｃ）に対応する図は省略
する。また、本実施例は、左右に第２の配線パターン群２０Ｂが存在している場合を示す
。
【００８８】
　実施例１０の第２の配線パターン群２０Ｂを構成する側壁パターン１４ｂは、図１６（
ａ）に示すように、第１の配線パターン群２０Ａに最も近い２本の側壁パターン１４ｂ同
士が左右の端部で接続された１つのループ形状を構成している。また、それらの内側の２
４本の側壁パターン１４ｂ同士が外側同士から内側に向かってループ形状を構成し、これ
らが左右対称となっている。さらに内側の１０本の側壁パターン１４ｂは、隣同士でルー
プ形状を構成し、これらが左右対称となっている。
【００８９】
　その後は、図１６（ｂ）に示すように、側壁パターン１４ｂの端部のカット領域上に第
１の配線パターン群２０Ａとの間にスペースＳを設けて８角形のレジスト１５を形成し、
リソグラフィによって側壁パターン１４ｂのカット領域をカットし、図１６（ｃ）に示す
ように、実施例７と同一の配線パターン１１ａ，１１ｂを形成する。
【００９０】
　次に、第２の実施の形態の半導体装置を相変化メモリに適用した実施例１１～１４につ
いて説明する。実施例１１～１４は、各配線パターン群２０Ａ，２０Ｂを構成する配線パ
ターン１１ａ，１１ｂが、それぞれ線幅２０ｎｍの３３本からなる場合を示す。
【実施例１１】
【００９１】
　図１７（ａ）～（ｈ）は、本発明の実施例１１の製造工程の一例を示し、上側配線層の
要部平面図である。図１７（ａ）～（ｄ）は、それぞれ図３（ａ）～（ｄ）に対応し、図
１７（ｅ）は、図３（ｇ）に対応し、図１７（ｆ）は、図３（ｈ）に対応する。図１７（
ｇ）は、図４（ｂ）に対応し、図１７（ｈ）は、図４（ｃ）に対応する。
【００９２】
　第２の実施の形態と同様に、下地層上に、マスク材料を形成した後、マスク材料上に、
図１７（ａ）に示すように、芯材パターン１３ａ，１３ｂを形成する。第２の配線パター
ン群２０Ｂを構成する芯材パターン１３ｂは、第１の配線パターン群２０Ａに最も近いも
のから順に互いに接続された閉ループ形状となっている。
【００９３】
　次に、図１７（ｂ）に示すように、芯材パターン１３ａ，１３ｂのスリミング処理を行
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い、図１７（ｃ）に示すように、スリミング処理後の芯材パターン１３ａ，１３ｂの側面
に側壁パターン１４ａ，１４ｂを形成し、図１７（ｄ）に示すように、芯材パターン１３
ａ，１３ｂをエッチング除去して側壁パターン１４ａ，１４ｂを残存させる。
【００９４】
　次に、図１７（ｅ）に示すように、側壁パターン１４ａ，１４ｂをマスクとして用いて
マスク材料をエッチング除去してマスクパターンを形成し、側壁パターン１４ａ，１４ｂ
を除去する。
【００９５】
　次に、図１７（ｅ）に示すように、マスクパターン１２ａ，１２ｂの周囲に配線材料１
１を充填する。
【００９６】
　次に、図１７（ｆ）に示すように、マスクパターン１２ａ，１２ｂを除去して配線パタ
ーン１１ａ，１１ｂを形成する。配線パターン１１ａ，１１ｂは、閉ループ形状になって
いる。第１の配線パターン群２０Ａ間に幅広パターン１１ｅが形成される。
【００９７】
　次に、図１７（ｇ）に示すように、配線パターン１１ｂの端部のカット領域上に第１の
配線パターン群２０Ａとの間にスペースＳを設けて６角形のレジスト１５を形成し、リソ
グラフィによって配線パターン１１ｂのカット領域をカットし、図１７（ｈ）に示すよう
に、配線パターン１１ａ，１１ｂを形成する。
【実施例１２】
【００９８】
　図１８（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例１２の製造工程の一例を示す要部平面図であ
る。図１８（ａ）は、図３（ｈ）に対応する。図１８（ｂ）は、図４（ｂ）に対応し、図
１８（ｃ）は、図４（ｃ）に対応する。なお、図３（ａ）～（ｇ）に対応する図は省略す
る。
【００９９】
　実施例１２の第２の配線パターン群２０Ｂを構成する配線パターン１１ｂは、図１８（
ａ）に示すように、１本置きに互いに接続されて閉ループ形状となっており、さらに第１
の配線パターン群２０Ａの第２の配線パターン群２０Ｂに最も近い配線パターン１１ａも
接続されて閉ループ形状を構成している。
【０１００】
　その後は、図１８（ｂ）に示すように、配線パターン１１ｂの端部のカット領域上に第
１の配線パターン群２０Ａとの間にスペースＳを設けてほ６角形のレジスト１５を形成し
、リソグラフィによって配線パターン１１ｂのカット領域をカットし、図１８（ｃ）に示
すように、配線パターン１１ａ，１１ｂを形成する。
【実施例１３】
【０１０１】
　図１９（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例１３の製造工程の一例を示す要部平面図であ
る。図１９（ａ）は、図３（ｈ）に対応する。図１９（ｂ）は、図４（ｂ）に対応し、図
１９（ｃ）は、図４（ｃ）に対応する。なお、図３（ａ）～（ｇ）に対応する図は省略す
る。
【０１０２】
　実施例１３の第２の配線パターン群２０Ｂを構成する配線パターン１１ｂは、図１９（
ａ）に示すように、１本置きに互いに接続されて閉ループ形状となっており、さらに第１
の配線パターン群２０Ａの第２の配線パターン群２０Ｂに最も近い配線パターン１１ａも
接続されて閉ループ形状を構成している。
【０１０３】
　その後は、図１９（ｂ）に示すように、配線パターン１１ｂの端部のカット領域上に第
１の配線パターン群２０Ａとの間にスペースＳを設けて６角形のレジスト１５を形成し、
リソグラフィによって配線パターン１１ｂのカット領域をカットし、図１９（ｃ）に示す
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ように、実施例１２と同様の配線パターン１１ａ，１１ｂを形成する。
【実施例１４】
【０１０４】
　図２０（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例１４の製造工程の一例を示す要部平面図であ
る。図２０（ａ）は、図３（ｈ）に対応する。図２０（ｂ）は、図４（ｂ）に対応し、図
２０（ｃ）は、図４（ｃ）に対応する。なお、図３（ａ）～（ｇ）に対応する図は省略す
る。
【０１０５】
　実施例１４の第２の配線パターン群２０Ｂを構成する配線パターン１１ｂは、図２０（
ａ）に示すように、第１の配線パターン群２０Ａに近い側の２４本の配線パターン１１ｂ
は、第１の配線パターン群２０Ａに最も近いものから順に互いに接続された閉ループ形状
となっている。また、それらの内側の９本の配線パターン１１ｂは、最も内側の閉ループ
形状の配線パターン１１ｂに交互に接続されている。また、第１の配線パターン群２０Ａ
の第２の配線パターン群２０Ｂに最も近い配線パターン１１ａ同士が接続されて閉ループ
形状となっている。
【０１０６】
　その後は、図２０（ｂ）に示すように、配線パターン１１ｂの端部のカット領域上に第
１の配線パターン群２０Ａとの間にスペースＳを設けて６角形のレジスト１５を形成し、
リソグラフィによって配線パターン１１ｂのカット領域をカットし、図２０（ｃ）に示す
ように、配線パターン１１ａ，１１ｂを形成する。
【０１０７】
　次に、第２の実施の形態をライン・アンド・スペースによる配線に適用した実施例１５
～１９について説明する。実施例１５～１９は、配線パターン群２０Ａ，２０Ｂを構成す
る配線パターン１１ａ，１１ｂが、それぞれ線幅２０ｎｍの３６本からなる場合について
説明する。
【実施例１５】
【０１０８】
　図２１（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例１５の製造工程の一例を示す要部平面図であ
る。図２１（ａ）は、図４（ａ）に対応し、図２１（ｂ）は、図４（ｂ）に対応し、図２
１（ｃ）は、図４（ｃ）に対応する。なお、図３（ａ）～（ｇ）に対応する図は省略する
。また、本実施例は、左右に第２の配線パターン群２０Ｂが存在している場合を示す。
【０１０９】
　実施例６の第２の配線パターン群２０Ｂを構成する配線パターン１１ｂは、図２１（ａ
）に示すように、中央を除く３２本が第１の配線パターン群２０Ａに最も近いものから順
に互いに接続された閉ループ形状を構成し、これらが左右対称となっている。
【０１１０】
　その後は、図２１（ｂ）に示すように、配線パターン１１ｂの端部のカット領域上に第
１の配線パターン群２０Ａとの間にスペースＳを設けて８角形のレジスト１５を形成し、
リソグラフィによって配線パターン１１ｂのカット領域をカットし、図２１（ｃ）に示す
ように、配線パターン１１ａ，１１ｂを形成する。
【実施例１６】
【０１１１】
　図２２（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例１６の製造工程の一例を示す要部平面図であ
る。図２２（ａ）は、図４（ａ）に対応し、図２２（ｂ）は、図４（ｂ）に対応し、図２
２（ｃ）は、図４（ｃ）に対応する。なお、図３（ａ）～（ｇ）に対応する図は省略する
。また、本実施例は、左右に第２の配線パターン群２０Ｂが存在している場合を示す。
【０１１２】
　実施例１６の第２の配線パターン群２０Ｂを構成する配線パターン１１ｂは、図２２（
ａ）に示すように、中央に形成された幅広パターン１１ｅに交互に接続されてそれぞれ閉
ループ形状を構成し、これらが左右対称となっている。また、第１の配線パターン群２０
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Ａの第２の配線パターン群２０Ｂに最も近い配線パターン１１ａは、閉ループカットされ
るカット領域の近傍に線幅が太い部分（三角形）が形成されている。
【０１１３】
　その後は、図２２（ｂ）に示すように、配線パターン１１ｂの端部のカット領域上に第
１の配線パターン群２０Ａとの間にスペースＳを設けてほぼ６角形のレジスト１５を形成
し、リソグラフィによって配線パターン１１ｂのカット領域をカットし、図２２（ｃ）に
示すように、配線パターン１１ａ，１１ｂを形成する。
【実施例１７】
【０１１４】
　図２３（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例１７の製造工程の一例を示す要部平面図であ
る。図２３（ａ）は、図４（ａ）に対応し、図２３（ｂ）は、図４（ｂ）に対応し、図２
３（ｃ）は、図４（ｃ）に対応する。なお、図３（ａ）～（ｇ）に対応する図は省略する
。また、本実施例は、左右に第２の配線パターン群２０Ｂが存在している場合を示す。
【０１１５】
　実施例１７の第２の配線パターン群２０Ｂを構成する配線パターン１１ｂは、図２３（
ａ）に示すように、中央の幅広パターン１１ｅの周囲に形成された環状のパターンに交互
に接続されてそれぞれ閉ループ形状を構成し、これらが左右対称となっている。また、第
１の配線パターン群２０Ａの第２の配線パターン群２０Ｂに最も近い配線パターン１１ａ
は、閉ループカットされるカット領域の近傍に線幅が太い部分（三角形）が形成されてい
る。
【０１１６】
　その後は、図２３（ｂ）に示すように、配線パターン１１ｂの端部のカット領域上に第
１の配線パターン群２０Ａとの間にスペースＳを設けてほぼ６角形のレジスト１５を形成
し、リソグラフィによって配線パターン１１ｂのカット領域をカットし、図２３（ｃ）に
示すように、配線パターン１１ａ，１１ｂを形成する。
【実施例１８】
【０１１７】
　図２４（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例１８の製造工程の一例を示す要部平面図であ
る。図２４（ａ）は、図４（ａ）に対応し、図２４（ｂ）は、図４（ｂ）に対応し、図２
４（ｃ）は、図４（ｃ）に対応する。なお、図３（ａ）～（ｇ）に対応する図は省略する
。また、本実施例は、左右に第２の配線パターン群２０Ｂが存在している場合を示す。
【０１１８】
　実施例１８の第２の配線パターン群２０Ｂを構成する配線パターン１１ｂは、図２４（
ａ）に示すように、第１の配線パターン群２０Ａに近い側の２６本の側壁パターン１１ｂ
は、第１の配線パターン群２０Ａに最も近いものから順に互いに接続された閉ループ形状
を構成して、これらが左右対称となっている。さらに内側の１０本の配線パターン１１ｂ
は、内側の閉ループ形状の配線パターン１１ｂに交互に接続し、これらが左右対称となっ
ている。また、第１の配線パターン群２０Ａの第２の配線パターン群２０Ｂに最も近い配
線パターン１１ａは、閉ループカットされるカット領域の近傍に線幅が太い部分（三角形
）が形成されている。
【０１１９】
　その後は、図２４（ｂ）に示すように、配線パターン１１ｂの端部のカット領域上に第
１の配線パターン群２０Ａとの間にスペースＳを設けて８角形のレジスト１５を形成し、
リソグラフィによって配線パターン１１ｂのカット領域をカットし、図２４（ｃ）に示す
ように、配線パターン１１ａ，１１ｂを形成する。
【実施例１９】
【０１２０】
　図２５は、本発明の実施例１９の製造工程の一例を示す要部平面図である。図２５（ａ
）は、図４（ａ）に対応し、図２５（ｂ）は、図４（ｂ）に対応し、図２５（ｃ）は、図
４（ｃ）に対応する。なお、図３（ａ）～（ｇ）に対応する図は省略する。また、本実施
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例は、左右に第２の配線パターン群２０Ｂが存在している場合を示す。
【０１２１】
　実施例１９の第２の配線パターン群２０Ｂを構成する配線パターン１１ｂは、図２５（
ａ）に示すように、第１の配線パターン群２０Ａに近い側の２２本の配線パターン１１ｂ
同士が左右の端部で閉ループ形状となっている。また、それらの内側の４本は、第１の配
線パターン群２０Ａに最も違いものから順に互いに接続された閉ループ形状を構成し、こ
れらが左右対称となっている。さらに内側の９本は、内側の閉ループ形状に交互に接続さ
れて左右対称となっている。また、第１の配線パターン群２０Ａの第２の配線パターン群
２０Ｂに最も近い配線パターン１１ａは、閉ループカットされるカット領域の近傍に線幅
が太い部分（三角形）が形成されている。
【０１２２】
　その後は、図２５（ｂ）に示すように、配線パターン１１ｂの端部のカット領域上に第
１の配線パターン群２０Ａとの間にスペースＳを設けて８角形のレジスト１５を形成し、
リソグラフィによって配線パターン１１ｂのカット領域をカットし、図２５（ｃ）に示す
ように、配線パターン１１ａ，１１ｂを形成する。
【０１２３】
　なお、本発明は、上記実施の形態、上記実施例に限定されず、その発明の要旨を逸脱し
ない範囲内で種々変形実施が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１２４】
【図１】図１（ａ）～（ｈ）は、本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程
を示す断面図である。
【図２】図２（ａ）～（ｃ）は、図１（ｄ）に示す工程と図１（ｅ）に示す工程との間に
行われる閉ループカット工程を示す平面図である。
【図３】図３（ａ）～（ｈ）は、本発明の第１の実施の形態に係る半導体装置の製造工程
を示す断面図である。
【図４】図４（ａ）～（ｃ）は、図３（ｈ）の工程の後に行われる閉ループカット工程を
示す平面図である。
【図５】図５は、本発明の第３の実施の形態に係る側壁パターンの一例を示し、（ａ）は
平面図、（ｂ）は、（ａ）のＡ部詳細図である。
【図６】図６（ａ）は、本発明の実施例１に係る相変化メモリの配線層の配線パターンの
概略の構成を示す平面図、（ｂ）は（ａ）のＢ部詳細図である。
【図７Ａ】図７Ａ（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例１の製造工程の一例を示し、上側配
線層の要部平面図である。
【図７Ｂ】図７Ｂ（ｄ）～（ｆ）は、本発明の実施例１の製造工程の一例を示し、上側配
線層の要部平面図である。
【図８】図８（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例２の製造工程の一例を示し、上側配線層
の要部平面図である。
【図９】図９（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例３の製造工程の一例を示し、上側配線層
の要部平面図である。
【図１０】図１０（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例４の製造工程の一例を示し、上側配
線層の要部平面図である。
【図１１】図１１（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例５の製造工程の一例を示し、上側配
線層の要部平面図である。
【図１２】図１２（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例６の製造工程の一例を示す要部平面
図である。
【図１３】図１３（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例７の製造工程の一例を示す要部平面
図である。
【図１４】図１４（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例８の製造工程の一例を示す要部平面
図である。
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【図１５】図１５（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例９の製造工程の一例を示す要部平面
図である。
【図１６】図１６（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例１０の製造工程の一例を示す要部平
面図である。
【図１７Ａ】図１７（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例１１の製造工程の一例を示し、上
側配線層の要部平面図である。
【図１７Ｂ】図１７（ｄ）～（ｆ）は、本発明の実施例１１の製造工程の一例を示し、上
側配線層の要部平面図である。
【図１７Ｃ】図１７（ｇ）～（ｈ）は、本発明の実施例１１の製造工程の一例を示し、上
側配線層の要部平面図である。
【図１８】図１８（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例１２の製造工程の一例を示す要部平
面図である。
【図１９】図１９（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例１３の製造工程の一例を示す要部平
面図である。
【図２０】図２０（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例１４の製造工程の一例を示す要部平
面図である。
【図２１】図２１（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例１５の製造工程の一例を示す要部平
面図である。
【図２２】図２２（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例１６の製造工程の一例を示す要部平
面図である。
【図２３】図２３（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例１７の製造工程の一例を示す要部平
面図である。
【図２４】図２４（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例１８の製造工程の一例を示す要部平
面図である。
【図２５】図２５（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施例１９の製造工程の一例を示す要部平
面図である。
【符号の説明】
【０１２５】
１…相変化メモリ、２…メモリセル領域、３…ＷＬ引き出し領域、４…ＢＬ引き出し領域
、１０…下地層、１１…配線材料、１１ａ，１１ｂ…配線パターン、１１ｃ…終端、１１
ｄ…コンタクトフリンジ、１１ｅ…幅広パターン、１２ａ，１２ｂ…マスクパターン、１
２…マスク材料、１３ａ，１３ｂ…芯材パターン、１４ａ，１４ｂ…側壁パターン、１５
…レジスト、２０Ａ，２０Ｃ…第１の配線パターン群、２０Ｂ，２０Ｄ…第２の配線パタ
ーン群、２１ａ，２１ｂ…配線パターン、２１ｃ…終端、２１ｄ…コンタクトフリンジ、
１１０…平行部、１１１…非平行部、１１１ａ…カット領域、１４０…平行部、１４１…
非平行部、１４１ａ…カット領域、Ｓ…スペース
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